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【はじめに】p 形透明酸化物半導体として注目されているデラフォサイト型酸化物[1]の CuCrO2に

おいて、単結晶成長に向けてアルゴン窒素混合ガス（Ar/N2）を用いた副生成物（CuO, Cr2O3など）

の抑圧を報告したが、CuCrO2(012)傾斜配向は抑圧できなかった[2]。本報告では、アモルファス

CuCrO2薄膜を形成し、その固相成長を検討した。 

【成膜方法・評価方法】RF マグネトロンスパッタ法（Ar 雰囲気：1.0 Pa）を用いて、c 面サファ

イア基板上に約 50 nm 厚の CuCrO2薄膜を室温で成膜した。成膜には CuCrO2焼結体(純度：99.9%)

を用いた。成膜後、固相成長のために窒素雰囲気中(1000Pa)でランプ加熱（TA = 500 ~ 900℃, 5 分

間）した。c軸配向性とCu 2p3/2電子状態をそれぞれ out-of-plane XRD法とXPS法により評価した。 

【結果・考察】CuCrO2薄膜の XRD パターンを Fig. 1 に示す。室温成膜後の試料では基板の回折

のみ観測され、CuCrO2薄膜はアモルファスである。TA ≧ 600℃で CuCrO2(006)からの回折を観測

し TA = 700℃で回折強度は最大になり、TA ≧ 800℃で強度は下がるが半値幅は狭くなった。なお、

450℃成膜で観測された CuO(-111)や CuCrO2(012)は観測されなかった。CuCrO2薄膜の Cu 2p XPS

スペクトルを Fig. 2 に示す。TA = 700℃で Cu
+成分（932.0 eV）が強く現れ支配的となった。これ

に対し、TA = 900℃では Cu
+成分が減少し、Cu

2+成分（933.9 eV）の割合が増加した。900℃でのデ

ラフォサイト構造の劣化は Cu
+から Cu

2+へのイオン状態遷移によるものであると考える。 
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Fig. 1. Out-of-plane XRD patterns of CuCrO2. 
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Fig. 2. Cu 2p3/2 XPS spectra. 
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